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摘 要

隨著積體電路包裝密度的增加，元件的尺寸也跟著縮小化，在互補式金氧半積體電路中，可靠度的工 程都一直扮演非常重

要的角色，在過去LATCH UP問題，總是困擾著積體電路工作者，因此大家無不想盡 方法去阻止LATCH UP的發生。所

以在先進製程中，不管從LAYOUT或製程技術上改善，均可大幅提高積體 電路的可靠度，但很不幸的，在這些改

善LATCH UP及提高積體電路集積度的製程中卻衍生出另一過去較 不重要的可靠性問題－ESD，常常因為這些製程的改變

，進而影響電子電路上的可靠度，成為遭受ESD破 壞的來源，而造成電子電路的故障。 本論文主要分為兩個部份，一是

我們利用TMA-MEICI元件電性模擬器去找出最佳的設計參數，可減少 很多的時間與成本，又可分析保護元件內部電流的

流向，溫度的分布，避免閂鎖效應（LATCH UP）發生 ，另一即是利用TSMC 0.35ΜM製程，實現LVTSCR元件並利用實

驗晶片結果分析其抗ESD能力，期使由這 樣的設計驗證最佳的元件設計值，之後再依此為根據並改良LVTSCR，即如何得

到適當的觸發電壓、握住 電壓，並成功有效提高了電流至100MA以上，找出雙向式靜電放電保護結構，對內部電路做全

方位的保 護，我們也針對雙向式高電流觸發ESD保護電路設計的實驗晶片做抗靜電放電能力測試，元件的抗正向 ESD果

然表現較好，最低的抗負向ESD保護能力也至少大於工業級標準。
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